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RESUMEN

En los semiconductores amorfos resulta de interés conocer la densidad de estados en el gap, debido a que
son los estados localizados los que gobiernan las propiedades de transporte de estos materiales. Diversas
formulas se han propuesto para la obtencion de la densidad de estados a partir de mediciones
fotoconductivas; particularmente las obtenidas por Ventosinos [1] y Longeud [2], permiten obtener la
densidad de estados en la cola de banda aceptora a partir de la medicion del tiempo de vida de pequefia
sefial 1’ (que puede obtenerse de la técnica MGT/OPG) y mediciones de la conductividad eléctrica bajo
iluminacion uniforme. Hemos encontrado analiticamente dos nuevas férmulas que permiten obtener también
la densidad de estados en la cola de banda donora, si ademas se efectGan mediciones para obtener la
longitud de difusién ambipolar Lamb (Obtenible a partir de la técnica SSPG [3]).

En este trabajo, se utiliza una simulacién numérica para testear las cuatro férmulas mencionadas en el
parrafo anterior en la obtencion de las colas de banda del silicio amorfo hidrogenado. Debido a que la
densidad de estados del silicio amorfo hidrogenado depende de la técnica de deposicién, simulaciones con
distintas densidades de estados correspondientes a distintas calidades de silicio amorfo hidrogenado fueron
realizadas. El objetivo de estas simulaciones es definir los procedimientos 6ptimos para la obtencion de
cada uno de los parametros que definen las colas de banda de la densidad de estados del material
mencionado.

ABSTRACT

It is interesting to know the density of states in the gap in amorphous semiconductors, because these
localized states define its electrical transport properties. Plenty of formulas have been proposed for the
evaluation of the density of states through photoconductivity measurements; in particular those found by
Ventosinos [1] and Longeud [2], allow to obtain the density of states in the acceptor band tail through
measurements of the little signal life time |’ (attainable with the MGT/OPG technique) and measurements
of the electrical conductivity under uniform illumination. We have found analytically two new equations that
allow to acquire the density of states in the donor band tail, if we also make measurements to get the
ambipolar diffusion length Lamb (achievable with the SSPG technique [3]).

We use a numerical simulation to test the four formulas mentioned previously in the calculation of the band
tails of the hydrogenated amorphous silicon. Simulations with different density of states corresponding to
different qualities of hydrogenated amorphous silicon have been performed, because the density of states of
the hydrogenated amorphous silicon depends on the deposition technique. Our goal is to find the best
procedures for the determination of the parameters that defines the band tails of the density of states of the
mentioned material.
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TOPICO DEL CONGRESO O SIMPOSIO: T19

PRESENTACION: P (Péster)



